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Видно, что граница раздела между слоями Si/NiSi2  и  NiSi2/Si(111) резкая и толщина переходных слоев не перевышает 4-5 нм. Наши дальнейшее исследования показали, что в случает массивных пленок NiSi2 толщиной 500-600 нм, островки  образуются  при Т≈1200 К. 
Рис. Зависимость интенсивности приходящего света от энергии фотонов для 1-чистого Si(111); 2-системы Si/NiSi2/Si (111). 
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Уменьшение толщины напыляемой пленки Si  до 10 нм также позволило уменьшить температуру образования монокристаллической пленки до 950-1000 К. На рис 4.3 приведены зависимости интенсивности проходящего света I от энергии фотонов hv для Si(111) и системы Si/NiSi2/Si(111). dNiSi2=20 нм, dSi=50 нм. Где I=INiSi2/ISi; Принята что ISi=1. Видно, что значение Eg  для Si(111) составляет ~1,1 эВ, а для слоя NiSi2 ≈ 0,57-0,58 эВ. 
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